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Graphene on BN exhibits exceptionally high charge carrier mobility, which makes it promising for future device applications. However, current CVD methods of growing graphene on a catalytic metal surface require a chemical transfer process onto BN substrate, which introduces polymers and etchants that can contaminate the surface of pristine graphene. Here, we present a method for directly growing graphene on BN, a non-catalytic surface. This method not only eliminates the undesirable transfer process, but also successfully grows clean graphene with well-defined edges. We performed Raman spectroscopy and atomic force microscopy, which showed a high coverage of monolayer graphene with low D peak and single hexagonal graphene domains of sub-micron size.



Direct CVD Growth of Monolayer Graphene on Exfoliated BN on SiO2 / Jung, Han Sae; Tsai, Hsin Zon; Piatti, Erik; Meaker, Kacey; Velasco, Jairo; Zettl, Alex; Crommie, Michael; Zettl, Group Collaboration; Crommie, Group Team. - ELETTRONICO. - 1:(2014), pp. 1061-1061. (Intervento presentato al  convegno APS March Meeting 2014 tenutosi a Denver, Colorado, United States of America nel 3-7 March 2014).
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				Abstract

				Graphene on BN exhibits exceptionally high charge carrier mobility, which makes it promising for future device applications. However, current CVD methods of growing graphene on a catalytic metal surface require a chemical transfer process onto BN substrate, which introduces polymers and etchants that can contaminate the surface of pristine graphene. Here, we present a method for directly growing graphene on BN, a non-catalytic surface. This method not only eliminates the undesirable transfer process, but also successfully grows clean graphene with well-defined edges. We performed Raman spectroscopy and atomic force microscopy, which showed a high coverage of monolayer graphene with low D peak and single hexagonal graphene domains of sub-micron size.
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					simulazione ASN

					
				

				
					Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione.
La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.

La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.
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